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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【公表番号】特表2016-537510(P2016-537510A)
【公表日】平成28年12月1日(2016.12.1)
【年通号数】公開・登録公報2016-066
【出願番号】特願2016-538483(P2016-538483)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  16/30     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/44     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/04     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/44     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/48     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1333   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   16/30     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/44     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/04     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/02     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/28     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １２０　
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １３２　
   Ｈ０１Ｌ   31/04     １８０　
   Ｇ０２Ｆ    1/1333   ５００　

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月19日(2016.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板、および以下の式１：
　［式１］－［Ｍ－Ｘ－Ｒ１－Ｙ－］ｍ－
　（前記式１において、ｍは１以上であり、
　Ｒ１は、置換または非置換のＣ１～２０アルキル、Ｃ５～２０シクロアルキル、または
５～６０個の核原子のアリールもしくはヘテロアリールであり、
　Ｍは、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｇａ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃ
ｕ、Ｚｒ、Ｒｕ、Ｍｏ、ＮｂおよびＷからなる群から選択され、
　ＸまたはＹは、Ｏ、Ｓ、Ｎ、ＮＨおよびＣＯからなる群から選択され、かつＸまたはＹ
のいずれか一方はＳである）
　に表される有機－無機ハイブリッド薄膜を備える基板構造体。
【請求項２】
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　前記有機－無機ハイブリッド薄膜の厚さは、１Åから５００Åに及ぶ、請求項１に記載
の基板構造体。
【請求項３】
　前記有機－無機ハイブリッド薄膜の最初の厚さがｄ０であり、ｎ時間ＳＴＰ条件下に置
かれた後の前記有機－無機ハイブリッド薄膜の厚さがｄｎであるとすると、以下の関係式
：
　０≦（ｄｎ／ｄ０）≦０．１（０≦ｎ≦２４０）
　が満たされる、請求項１に記載の基板構造体。
【請求項４】
　請求項１に記載の有機－無機ハイブリッド薄膜、ならびにＺｎ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｇ
ａ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｒ、Ｒｕ、Ｍｏ、ＮｂおよびＷ
からなる群から選択される金属の酸化物層をさらに備える機能性薄膜を備える基板構造体
。
【請求項５】
　前記金属酸化物層の厚さは、１０Åから２０００Åに及ぶ、請求項４に記載の基板構造
体。
【請求項６】
　前記基板構造体の最初の厚さがＤ０であり、ｎ時間ＳＴＰ条件下に置かれた後の前記基
板構造体の厚さがＤｎであるとすると、以下の関係式：
　０≦（Ｄｎ／Ｄ０）≦０．１（０≦ｎ≦２４０）
　が満たされる、請求項４に記載の基板構造体。
【請求項７】
　前記基板は、ＩＴＯ、ＦＴＯ、ＺｎＯ、ＡＺＯ、ＣｄＯおよびＴｉＯ２からなる群から
選択される導電性透明基板である、請求項１または請求項４に記載の基板構造体。
【請求項８】
　前記基板は、フルオロポリマー樹脂、ポリエステル、ポリアクリレート、ポリアミド、
ポリイミドおよびポリカーボネートからなる群から選択されるポリマー基板である、請求
項１または請求項４に記載の基板構造体。
【請求項９】
　前記ポリマー基板は、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）およびポリメチルメタクリレート（
ＰＭＭＡ）からなる群から選択される、請求項８に記載の基板構造体。
【請求項１０】
　前記基板と前記有機－無機ハイブリッド薄膜との間に第１の耐化学薬品層をさらに備え
る、請求項１に記載の基板構造体。
【請求項１１】
　前記基板の下方に第２の耐化学薬品層をさらに備える、請求項１に記載の基板構造体。
【請求項１２】
　前記有機－無機ハイブリッド薄膜の上部に保護層をさらに備える、請求項１に記載の基
板構造体。
【請求項１３】
　請求項１に記載の基板構造体を備える発光体。
【請求項１４】
　請求項１に記載の基板構造体を備える表示装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載の基板構造体を備えるソーラー・バッテリ・セル。
【請求項１６】
　請求項１に記載の基板構造体を製造する方法であって、
　（１）以下の式２によって表される第１の前駆体化合物を用いて、無機分子層を形成す
る工程、
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　［式２］Ｍ（Ｒ２１）（Ｒ２２）．．．（Ｒ２ｎ）
　（前記式２において、Ｍは、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｃｄ、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、
Ｃｕ、Ｚｒ、Ｒｕ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｗ、Ｉｎ、Ｇａ、ＡｌおよびＴｌからなる群から選択さ
れ、
　ｎは、前記金属Ｍの酸化数の状態に従って決定され、
　Ｒ２１からＲ２ｎはそれぞれ独立して、Ｃ１～２０アルキル、Ｃ１～２０アルコキシド
、塩化物の基、水酸化物の基、オキシ水酸化物の基、ニトレート基、カーボネート基、ア
セテート基、またはオキサレート基である。）および、
　（２）以下の式３によって表される第２の前駆体化合物を前記無機分子層と反応させて
、前記無機分子層上に有機分子層を形成する工程
　［式３］Ｒ３－Ｓ－Ｒ４－Ｒ５
　（前記式３において、Ｒ３は、水素、ＣＯＲ６、Ｃ１～２０アルキル、Ｃ５～２０シク
ロアルキル、または５～６０個の核原子のアリールもしくはヘテロアリールであり、
　Ｒ４は、Ｃ１～２０アルキル、Ｃ５～２０シクロアルキル、または５～６０個の核原子
のアリールもしくはヘテロアリールであり、
　Ｒ５は、Ｃ１～２０アルコキシ基、エーテル基、カルボキシル基、ＣＯＲ６、チオール
基およびアミン基からなる群から選択される１つまたは複数の種であり、
　Ｒ６は、水素、アルコキシ基、エーテル基、カルボキシル基、チオール基、およびアミ
ン基からなる群から選択される１つまたは複数の種である。）
　を含む方法。
【請求項１７】
　前記第２の前駆体化合物は、以下の式４：
　［式４］
【化１】

　（前記式４において、Ｚはチオール基であり、Ｑは、チオール基およびヒドロキシル基
から選択されるいずれか１つであり、ＺおよびＱは、オルト、メタまたはパラの位置にあ
る）
　によって表される、請求項１６に記載の、基板構造体を調製する方法。
【請求項１８】
　前記第２の前駆体化合物は、以下の式５：
　［式５］
【化２】

　によって表される、請求項１７に記載の、基板構造体を製造する方法。
【請求項１９】
　前記第２の前駆体化合物は、以下の式６：
　［式６］
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【化３】

　によって表される、請求項１７に記載の、基板構造体を製造する方法。
【請求項２０】
　前記工程（１）および前記工程（２）を繰り返し実行することをさらに含む、請求項１
６に記載の、基板構造体を製造する方法。
【請求項２１】
　前記工程（１）に先立って酸化物層を基板表面上に形成する工程をさらに含む、請求項
１６に記載の、基板構造体を製造する方法。
【請求項２２】
　Ｚｎ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｇａ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｓｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚ
ｒ、Ｒｕ、Ｍｏ、ＮｂおよびＷからなる群から選択される金属の酸化物層を原子層堆積に
よって形成する工程（３）をさらに含む、請求項１６に記載の、基板構造体を製造する方
法。
【請求項２３】
　前記工程（１）および前記工程（２）をそれぞれｎ１回（ｎ１は、１以上である）繰り
返し実行した後に、前記工程（３）をｎ２回（ｎ２は、１以上である）繰り返し実行する
、請求項１６に記載の、基板構造体を製造する方法。
【請求項２４】
　前記工程（１）から前記工程（３）を繰り返し実行する、請求項２３に記載の、基板構
造体を製造する方法。
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